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1. 背景  

酸化ガリウム(Gallium oxide: Ga2O3)は 4.8-5.3eV という広いバンドギャップを持つため[1,2]，ト

ランジスタや MOS デバイスへの応用が期待されている．また，ミスト CVD 法という低コストか

つ，比較的簡便に行える結晶成長法が開発された．ミスト CVD 法では α-Al2O3基板上に Ga2O3薄

膜を成長した際に，安定構造の β 層ではなく準安定構造の α 層が成長することが報告されている

[2]． 本研究では Ga2O3薄膜の MOS 型デバイスへの応用を考え，ミスト CVD 法を用いた GaN 基

板上への Ga2O3薄膜の結晶成長を行った． 

2. 実験方法  

成長用基板として(0001)GaN 基板及び，(0001)α-Al2O3 基板を用いた．それぞれの基板に有機洗

浄を施した後，ミスト CVD 法を用いて 60 分間 Ga2O3薄膜を成長した．成長条件はミスト発生装

置である超音波振動子の周波数 2.4MHz，成長温度 470℃，Carrier gas O2: 5 l/min，Dilution gas O2: 0.5 

l/min にて行った．製作した Ga2O3薄膜は X 線回折(X-ray diffraction :XRD)測定にて結晶性の評価を

行った． 

3. 実験結果 

図 1 に α- Al2O3基板及びGaN 基板上に成長したGa2O3薄膜のXRD 測定結果を示す．図 1 より α- 

Al2O3基板上にはこれまでの報告通り α-Ga2O3薄膜が成長されたことが分かる．一方で，GaN 基板

上へ成長した Ga2O3薄膜は α 層ではなく β 層の Ga2O3薄膜が支配的に成長していることが確認さ

れた．  

4. 考察 

GaN 基板上に成長した Ga2O3薄膜は α-Al2O3基板上とは異なり β 層となることが確認された．

α-Ga2O3と α-Al2O3の間の格子不整合率は 4.6%であるが，α-Ga2O3と GaN の間では 56% ，30°面内

回転を考慮したとしても 9.8%と大きい．この大きな格子不整合率が，GaN 基板上では準安定構造

の α層ではなく安定構造の β層が支配的に成長した一因として考えられる． 

5. まとめ  

今回，Ga2O3薄膜の MOS 型デバイスへの応用を考

え，ミスト CVD 法を用いた GaN 基板上への Ga2O3

薄膜の結晶成長を行った．この結果 GaN 基板上に

成長されたGa2O3薄膜は α-Al2O3基板上とは異なり，

準安定構造である α 層ではなく安定構造である β

層が支配的に成長することが確認された．発表当

日は Ga2O3/GaN 構造の電気特性評価についても発

表する． 
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Fig.1.XRD patterns of (a)Ga2O3/GaN, 

(b)Ga2O3/α-Al2O3. 
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